
次世代パワーデバイスにはどのようなものがあり、どのような特徴があるのかを構造を含めて解説するウェ

ビナを開催しました。次世代パワーデバイスの基礎をわかりやすく解説する、初心者向けウェビナです。

ウェビナでは、従来のシリコンMOSFETの基礎と、進化の過程を説明しました。その上で、次世代パワー

デバイスであるSiC（炭化ケイ素）、GaN（窒化ガリウム）について取り上げました。高耐圧に優れる

SiC、高速動作が可能なGaN、それぞれがどのような構造、特徴を持ち、どのようなアプリケーションに向い

ているのかを説明しました。多くの方々にご参加頂いた本ウェビナの内容を、ハイライトレポートとしてお届

けします。

パワーデバイスの種類

従来のサイリスタやトライアック、IGBT/MOSFET、次世

代となるSiCやGaNといったパワーデバイスは、どのような用

途で使い分けるのか？最適なデバイスを選定するには、どの

ような特徴と違いがあるのか理解する必要があります。ここ数

年で量産されているGaNは、MOSFETやSiCとは構造、役

割が異なるため、デバイスの特徴などを、特に正しく理解する

必要があります。

進化を続けるパワーデバイス

シリコンMOSFETは、初期にはプレーナ型縦構造採用し、

主にオン抵抗の低減を目的として、構造が進化してきました。

しかし、シリコン単体の構造では、オン抵抗の低減に限界が

あり、近年では新たな素材として化合物半導体が注目され

ています。

その中でも、SiCやGaNといった次世代パワーデバイスの

開発によって、MOSFETを含むパワーデバイスの役割がより

明確になりました。具体的には、汎用的な用途には

MOSFET、高耐圧/大容量が必要な場合にはSiC、小型

化/高速応答が必要な場合にはGaNがという役割です。

パワーデバイスの応用分野での切り分け
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他記事、ウェビナ情報はこちら

パワーデバイスの応用分野と切り分け
出所：投影資料より一部抜粋

パワーデバイスの進化
出所：投影資料より一部抜粋

パワーデバイス比較
出所：投影資料より一部抜粋
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